TRANZYSTORY

p-n-p
O ASY34, ASY35, ASY36 i ASY37

Tranzystory germanowe stopowe malej mocy malej cze-
stotliwodci, Sg przeznaczone do stosowania w ukiadach
przelaczajacych Sredniej szybkoSci.
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Dane techniczne

Warto§ci dopuszczalne parametrow ekspleatacyjnych

Typ

Napiecie kolektor-
-baza

Napiecie kolektor-
-emiter

Napiecie kolektor-
-emiter

Napiecie emiter-
-haza

Prad kolektora

Prad szczytowy
kolektora

Prad bazy

Moc strat kolektora
przy tamps = 298K
(25°C)

Temperatura zlgcza

Zakres temperatury

sktadowania

Parametry termiczne

—Ucgo

—Uces

- UCE(I
—Ukggg

—Ic

—Icy
—Ig

Pe
7]

ts tg

Rezystancja termiczna

ztacze-otoczenie

zlgcze-obudowa

15

15

10
10

200
200

30

150

30

20

20
10

200
200

30

150

ASY34 ASY35 ASY36 ASY3T

30 30 V
25 20 V
20 20 V
10 16 V
200 200 mA
200 200 mA
30 30 mA
150 150 mW

348 K (75°C)

218...363 K (—55...+90°C)

Ring—ay <330 <330 <330 <330K/W

Ring—ey <200 <200 <200 <200 K/W

TRANZYSTOR ASY34

Parametry statyczne

przy tamp = 2908 K
(25°C)

Prad zerowy
kolektor-baza
przy —Ucp =6V
przy —Ucp =6V,

min.

SWW 1156-211

typ.

maks.

—Icmo —_

tams = 343 K (70°C) —Icgo —

Prad zerowy
emiter-baza
przy —Ugg =6V
Napigcie przebicia
kolektor-baza
przy —Ig =0,
—Ic=50pA
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Rgeg = 0,
—Ic=50uA
przy —Ig =20,
Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ic =0,
—Ir =50 pA
Wspblezynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy —Ic = 10mA,
_ch = 0,2 v

Usr)

Usr)

Ubr)

hote

przy —Ic = 100 mA,
—Uce=102V

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy —Ic =50 mA,
_IB =3 mA

Parametry dynamiczne

przy tams = 298 K

(25°C)
Czestotliwo§é gra-

niczna

przy —Ic=1maA,

—Uce =5V,

f=10,5MHz fe

* Podzialu na klasy dokonuje
w zaméwieniu.

—Igpo —

CBo 15

CES 15

CE0 10

Usr)EB0 10

kLIT 20
kl. I11a 30
k1. IIT 60
kLIV 170
kLVv 110
kL VI 150

Ucgsat —

min.

60

40

40

20

30

0,15

typ.

100 pA

35 —
70 —_—
90 —=
130 —
170 —
220 —

025 V

maks.

2

4

—_ MHz

sie na zyczenie odblorcy okreslone



Pojemno$§¢ wyjsciowa
przy —Ic=1mA,
—Ucg =5V,
f=1MHz

Czas wilaczania
przy —Ic = 10mA,
~Igpg=Ipa=1mA ton —

Czas wylaczania
przy —Ic = 10 mA,
_I.BI, = Igg =1mA

Caa —_

torr —

TRANZYSTOR ASY3j

Parametry statyczne

przy tams = 298 K

(25°C) min,

22

typ.

35 pF

1,55 ps

2,7 us

maks.

Prad zerowy
kolektor-baza
przy —Ucs =15V —Icg —
przy —Ucp = 15 v,
tamp = 343 K (70°C) —Icxo —
Prad zerowy
emiter-baza
przy —Uegs =10V —Igp, —_
Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy _IE' = 0,
—Ic=100pA
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Rpg =0,
—Ic=100pA
przy —Ig =0,
—Ic=10mA
Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ic =0,
—Ig=100pA
Wspbélczynnik
wzmocnienia prag-
dowego*
przy —Ic = 10mA,
—Uce=1V heyz Kkl 111230
kKL III 60
KLIV 70
KLV 110
kL. VI 150
k1. VII 200

Usrycso 30

Uwrces 20

Usriceo 20

Usr)EB0 10

przy —Ic = 200 mA

"'UCE = 0,35 v hgjg 20
Napiecie nasycenia

kolektor-emiter

przy —Ic = 50mA,

—Ipg=5mA Ucgsat -

Parametiry dynamiczne

przy tomp = 298 K

(25°C) min,

2,5

60

50

50

40

20

0,11

typ.

100 pA

70 —_
90 —_
130 —
170 —
220 —
300 —

062 Vv

maks,

Czestotliwo§é gra-

niczna

przy —Ic=1mA,

—Uce=5V,

f=2MHz fr 3
Pojemnosé wyjsclo-

wa

przy —Ig=1 mA,

=Ucs=5V,

f=1MHz o .

15

20 pF

Rezystancja rozpro-
szona bazy
przy Iz = 1 mA,
—Uecp =5V,
f=1MHz
Czas wigczania
przy —Ic = 10mA,
—Ip =1Ips =1mA ton —_
Czas wylgcezania
przy —Ic = 10mA,
—Ip; = Ips = 1 mA torr ==

Tob —_—

TRANZYSTOR ASY36

Parametry statyczne

Przy tams = 298K

(25°C) min,

100

0,45

0,53

typ.

300 Q

09 ps

1,6 ns

Prad zerowy
kolektor-baza
przy —Ucp =20V —Icnmo —
przy —Ucg =20V,
tamb = 343 K (70°C) —Icpo —_

Prad zerowy
emiter-baza
przy —Ugs =10V —Iggo =

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ig =0,
—Ic=100pA

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Raz =0,
=Ic=100pA
przy —Ig =0,

—Ic =10 mA

Napiegcie przebicia
emiter-baza
przy —Ic =0,
—Ig=100pA

Wspblczynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy —Ic=10mA,
—~Ucg=1V

U(srycao 30

Usrces 25

U(sr)cEo 20

Uryero 10

hye k1. IITa40
kL.III 60
KLIV 70
klL.V 110
k1. VI 150
k1. VII 200
przy —Ic =200 mA
""ch — 0,35 v hgug: 20
Napigcie nasycenia
kolektor-emiter
przy —Ic = 50 mA,
—Ig=33mA Ucgsat —

Parameiry dynamiczne

Przy toms = 298K

(25°C) min,

60

50

50

40

20

60

0,11

typ.

6 pA

100 pA

70 —
90 —
130 —
170 —
220 —
300 —

02 Vv

Czestotliwo§é gra-
niczna
przy —Ic =1mA,
~Ucg =5V,
f=2MHz fr 5

6,5

— MHz

* Podzialu na klasy dokonuje sie na Zyczenie odbiorcy okreslone

w zamoéwieniu,



Pojemnosé¢ wyjscio-
wa
przy Ir = 1 mA,
_UCB =5 V,
f=1MHz
Rezystancja rozpro-
szona bazy
przy I = 1mA,
—Ues =5V,
f=1MHz
Czas wijczania
przy —Ic = 10 mA,
—151 = Igg =1mA tON
Czas wylaczania
przy —Ic = 10maA,
=Ip = Ip; = 1mA torr

C22b

’
Tob

TRANZYSTOR ASY37
Parametry statyczne

przy tamo = 208 K
(25°C)

Prad zerowy
kolektor-baza
przy ~Ucs = 15V —Icpy
przy —Ucg =15V,
tnmb =343 K (70‘3(:) —-ICBO

Prad zerowy
emiter-baza
przy —Ups =10V —Igg,

Napigcie przebicia
kolektor-baza
przy +Igz =0,

—Ic =100 pA

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Rpe =0,
—Ices = 100 uA
przy —Is =0,
—Ic=10mA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ic =0,

—Ig =100 pA

Wspblezynnik
wzmocnienia prg-
dowego*
przy —Ic =10 mA,
—Ucg=1V

Usr)cao

Upryczs

Usryceo

Uisryzmo

kL III
kKLIV
KLV

kl. V1

h‘21E

min,

30

20

10

60
70
110
150

k1. VI1200

przy —Ic = 200 mA
_Uc g = 0,35 v
Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy —Ic = 50mA,
—Ip=25mA

L

UCEert
Parametry dynamiczne

Przy tams = 208K
(25°C)

Czestotliwosé gra-
niczna
przy —Ic=1mA,
—Uce =5V,
f=5MHz fr

30

min.

10

18

100

0,45

0,7

typ.

2,5

60

50

40

40

15

0,15

typ.

15

20

300

0,9

1,6

maks,

100

90

130
170
220
250

0,2

maks.

MHz

us

us

RA

nA

nA

MHz

* Podziatu na klasy dokonuje sie na zyczenle odbiorcy okreslone

w zambwieniu.

Pojemnosé wyjscio-
wa
przy —Iz = 1mA,
—Ucs =5V,
f=1MHz

Rezystancja rozpro-
szona bazy
przy —Iz = 1mA,
—Ucpg =5 V,
{f=1MHz

Czas wlgczania
przy —Ic = 10 mA,

—151=132=1mA tON -

Czas wylaczania
przy —Ic = 10 mA,

—Ip, = Ips = 1mA torr -

Tob ==,
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Zaletnoé temperaturowa mocy strat Pc = f (tamb)
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ZaleznoSé napiecia kolektor-emiter od rezystaneji
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rametr

200

ASY 36

ASY34

ASY 37

tamb=25°C—|

[mA]

150

~X

3

7

100

50

0

Charakterystyka wyjsciowa Ic =7F(Ucg); Is — pa-

%

~Uee [V] 10

rametr
320 75y 34
Bogel ASY 35
22’; ASY36
ASY 37 e
240
200 \\\
] *5006 ]
160 . -T—-
~%5
i
120 .
I/
/
8014
40
0 W80 120 160 T A

Zalezno§é statycznego wspblczynnika wzmocnienia

pradowego od pradu kolektora heiz = f(Ic)
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ZaleznoSé czestotliwoel granicznej od pradu ko-
lektora fr = f (I¢)

Zaleino§¢ czestotliwofei granicznej od pradu ko-
lektora fr = f(I¢)

4 Elementy péiprzewodnikowe
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Zalezno§é pojemnodci zlacz od napiecia Ccpy = f
(Ucs) i Ceso = F (Ukso)
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Zaleznos¢ wspblczynnika napieciowego sprzezenia
zwrotnego od prgdu kolektora hige = f (I¢)
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Zalezno§¢ rezystancji wejSciowej od pradu kolek-

tora hye = f (Ic)
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Zalezno$é zmiennopradowego wspéiczynnika wzmoc~

nienia od pradu kolektora ke = f (Ic)
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Zaleznosé czaséw przelgczania od prgdu kolektora
t=7F(lo)
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Zalezno§é¢ czaséw przelaczania od pradu kolektora
t=1§Ic)
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ul. Komarowa 5

02-675 Warszawa

Telefon: 431431

Teleks: 813219
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